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１． はじめに 

 フォトルミネッセンス（photoluminescence：PL）

測定は物質に光刺激を与え、物質の電子が基底状

態から励起状態に遷移し、再度基底状態に戻る際

に発せられる光を測定する方法である[1]。筆者が

所属する研究室では PL測定を用いて様々な材料の

発光特性を研究してきた。しかし、一般的な PL 測

定装置は大型かつ高価である。またレーザーの安

定には暖気時間がかかるため、例えばプラズマ処

理を行った試料における短時間に変化する発光特

性を計測することは難しい。一方で、工場などで使

えるような小型で瞬時に計測が可能な測定装置に

対しては市場からの要望もある。そこで、本研究で

は安価で小型な PL測定システムを構築することを

目的とする。 

 

２．実験方法  

 今回小型化をするにあたり、光源としてピーク

波長 365nm の紫外線パワーLED(以下 LED)を用いる

こととした。図 1 にシステムを直上から見た概略

図を示す。LED の発光スペクトルには不純物による

ピークが含まれている。そのため、集光レンズの前

に励起光のみを取り出すためのバンドパスフィル

ター1 を設置した。分光器の前には集光用のレンズ

と励起光をカットするためのフィルタ 2 を設置し

た。分光器モジュールには C12880MA(浜松ホトニク

ス)を搭載したカラーコンパス MFA(ATシステム)を、

計測には専用ソフト CC_Tool を使用した。LED 非点

灯状態でバックデータを取得し、LED を点灯し取得

したデータから減算することでダーク補正を行っ

た。本報告では構成部品のみを光学ステージに固

定し、データ取得の確認を行った結果について述

べる。 

 

図 1 上部から見たシステムの概略図 

 

３．実験結果  

図 2 に LED の発光スペクトルを計測した結果を

示す。365 と 550nm の 2 つのスペクトルピークが

見られた。365nm がメインのスペクトルピークであ

る。550nm のピークは InGaN に含まれる不純物炭素

による発光である[2,3,4]。そのため、400nm～660nm

をカットするローパスフィルタ UV-D33S を使用す

ることで励起光スペクトルの抽出を試みた。結果、

不純物による発光を低減できることが確認できた。 
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図 2 パワーLED の励起光スペクトル 

 

図 3 に実際の試料として赤外発光を示す酸化チ

タンの粉末を PL 測定した結果を示す。赤外発光で

ある 830nm のピークのほかに、700nm に試料の発光

とは異なる小さなピークが見られた。 

 

図 3 TiO2:Cr の発光スペクトル 

 

図 4 に UV-D33S フィルタの透過率と励起光スペ

クトルを重ねたグラフを示す。図 3 において 700nm

前後に本来の発光とは異なるピークが観測された

のは、図 4 の斜線部の範囲が UV-D33S フィルタで

カットできていないことが原因だと考えられる。 

 

 

図 4 UV-D33S の透過率と励起光スペクトル 

 

４．まとめ 

 紫外線パワーLED と小型分光器カラーコンパス

MFA を用いて PL 測定が可能であることを確認した。

しかし、UV-D33S フィルタでは励起光のみを十分に

取り出すことが難しいことがわかった。 

 

５．今後の予定 

本実験では LED 材料の不純物による発光をカッ

トしきれなかったため、新たな励起光カット用ロ

ーパスフィルタを検討する。また、今後は筐体の

設計・製作を行っていく。 
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